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Soal.
Bobot30 | 1. Gambar Rangkaian untuk soal nomor 1
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Transistor pada gambar diatas mempunyai 5 = 100 dan vzz= 0,7 V pada ic =ImA.
Rancanglah rangkaian sehingga arus 2 mA mengalir melalui collector dan tegangan pada
collector =+5V .

2. Sebuah rangkaian CE menggunakan sebuah BJT yang mempunyai Is = 107° /A, sebuah

resistansi collector Rc = 6,8 kQ2 dan catu daya Vee=10 V.

a

‘overdrive’ lebih besar dari 10.

Tentukan harga tegangan bias Vpg yang diperlukan untu mengoﬁsﬂ(an transistor
pada Vce = 3,2 V. Berapakah harga /- nya? \\

Carilah penguatan tegangan A, pada titik bias. Jika sebuah sinyal masukan sinusoida
dengan amplitudo 5 mV ditumpangkan pada Vg carilah amplitudo sinyal keluaran
sinusoida

Carilah kenaikan positif vpe (di atas Vpg) yang mendorong transistor ke daerah jenuh,
dimanavce= 0,3 V.

Carilah kenaikan negatif vz yang mendorong transistor ke daerah 1% cut off (vp = 0,99

Vo)

Transistor pada gambar berikut ini mempunyai f berkisar antara 50 — 150.

Carilah harga Rs yang menyeba(tan \transistof pada keadaan jenuh dengan faktor

\ {iov

‘l k)

Y
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Kunci Soal :

Jawaban soal 1;

Vc =5V - CBJreverse bias — BJT pada mode aktif
Ve=5V - Vpe=15-5=10V

lc=2mA - Rc=5kQ

vge = 0,7V padaic =1 mA - harga vge padaic = 2 mA:

Vg =0,7+ In[%] =0,717V

Ve=0V - Ve=-0,717V
B =100 - o= 100/101=0,99

e 2 _s00ma
a 0,99

le

Harga Re diperoleh dari:
Ve -(-15)
Re = I
~ —0,717+15

=7,07kQ
2,02

Jawaban soal 2:
a) | - Vee Ve b) A ——vee Ve
C RC VT

_10-32 __10-32_ oy
6,8 0,025

1x1073 =10 5% Vo = 272x0,005 =136 V
V,,. = 690,8mV

© Februari 2014, Alfith, S.Pd, M.Pd “Selamat Ujian, Semoga Sukses”



YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2013/2014
c) Untukvee=0,3V

. 10-03
'°= 68

=1617 mA

Untuk menaikkan ic dari 1 mA ke 1,617 mA, vge harus dinaikkan:

AVge =V, In(ﬂ)
1

=12mVv

d) Untuk vo=0,99 Vec =9,9V
. 10-99
¢ 6,8

=0,0147 mA

Untuk menurunkan ic dari 1 mA ke 0,0147 mA, vge harus diturunkan
0,0147j

Avge =V, In(

=-1055mV

Jawaban soal 3:
Transistor dalam keadaan jenuh, tegangan collector:
VC = VCEsat = 0,2 V
Arus collector:

_F10-02 _g5ma

ICsat

Untuk membuat transistor jenuh dengan 3 yang paling rendah, diperlukan arus base paling
sedikit:
Voo = 98 =0,196 mA

IB(EOS) = :Bmin
Untuk faktor ‘overdrive’ = 10, arus base harus:
Ig=10x 0,196 = 1,96 mA
Jadi Rg yang diperlukan:

+5-0,7

Re

43
=2 22k
ATy

=196

© Februari 2014, Alfith, S.Pd, M.Pd “Selamat Ujian, Semoga Sukses”



